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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và

kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, được các đồng tác giả cho

phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên

cứu nào khác.

Huế, tháng 10 năm 2017

Tác giả luận văn

Đinh Thị Kim Chi
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Chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ, động

viên tôi trong suốt thời gian qua.

Huế, tháng 10 năm 2017

Tác giả luận văn

Đinh Thị Kim Chi
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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, một trong những cấu trúc được ứng dụng nhiều nhất

trong công nghệ chế tạo các linh kiện điện tử và quang điện tử đó là cấu

trúc giếng lượng tử. Nó được ứng dụng nhiều vì phổ năng lượng của nó

gián đoạn và có thể thay đổi được khi thay đổi độ rộng của các lớp bán

dẫn [1]. Cấu trúc giếng lượng tử là cấu trúc giam giữ hạt vi mô một chiều

bởi việc ghép các lớp bán dẫn mỏng khác nhau. Sự giam giữ hạt tải như

vậy làm cho các mức năng lượng bị lượng tử hóa theo hướng nuôi tinh

thể trong mẫu nuôi, dẫn đến chuyển dời quang giữa các mức năng lượng

này là có thể. Ngoài ra việc giam giữ này còn thay đổi tính chất của hạt

tải theo hướng ưu việt hơn.

Phổ hấp thụ bởi sự chuyển dời điện tử giữa các vùng con trong

giếng lượng tử là một đặc trưng vật lý quan trọng. Ba đặc trưng để xác

định phổ là: vị trí đỉnh phổ, cường độ và độ rộng vạch phổ. Nhân tố

thứ ba là nhân tố quyết định đến tính chất và độ ổn định của linh kiện.

Nhân tố này bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố vật lý, ở đây chính là

hiện tượng tán xạ nhám bề mặt [6]. Hiện tượng này gây ra bởi bề mặt

tiếp xúc gồ ghề của vật liệu dị cấu trúc, nó được đặc trưng bởi cấu hình

nhám. Vì vậy cấu hình nhám có vai trò rất quan trọng trong việc nghiên

cứu các tính chất của vật liệu.

Cho tới nay đã có nhiều phương pháp được sử dùng để khảo sát

cấu hình nhám như phương pháp khảo sát cấu hình nhám thông qua độ

linh động, phương pháp khảo sát cấu hình nhám thông qua mật độ hấp
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thụ tích hợp. Gần đây có một phương pháp hiệu quả đó là khảo sát cấu

hình nhám thông qua tỉ số độ rộng phổ, trong đó tỉ số độ rộng phổ chính

là tỉ số giữa hai độ rộng phổ của hai bán dẫn làm nên vật liệu.

InN/GaN là một vật liệu bán dẫn thấp chiều có nhiều tính chất

mới, vượt trội so với các mẫu vật liệu khác về tần số, công suất và các

ứng dụng điện tử ở nhiệt độ cao nên nó là một trong những lựa chọn

hàng đầu của hệ nghiên cứu. Đối với vật liệu này, bán dẫn làm giếng là

InN và bán dẫn làm rào là GaN. InN là một bán dẫn có vùng cấm nhỏ

có tiềm năng ứng dụng trong các tế bào năng lượng mặt trời và điện tử

tốc độ cao. GaN là một bán dẫn có độ rộng vùng cấm lớn nên nó có các

thuộc tính đặc biệt được áp dụng trong quang điện tử và các thiết bị có

tần số cao.

Trong những năm gần đây, ở nước ta đã có rất nhiều nhà khoa học

nghiên cứu về các vật liệu nano này. Trong năm 2013, tác giả Phan

Thị Vân đã khảo sát cấu hình nhám trong giếng lượng tử tam giác

InGaN/GaN. Tác giả Nguyễn Thành Tiên và các cộng sự đã nghiên

cứu độ rộng vạch phổ hấp thụ tạo bởi cấu trúc giếng lượng tử Al-

GaAs/GaAs/AlGaAs pha tạp điều biến do tán xạ nhám bề mặt [7]. Đến

năm 2014, tác giả Nguyễn Thị Trình đã khảo sát cấu hình nhám trong

giếng lượng tử tam giác AlGaN/GaN. Sau đó tác giả Dương Đình Phước

đã khảo sát cấu hình nhám bề mặt trong giếng lượng tử InAs/GaAs

trong năm 2015 [4]. Gần đây nhất năm 2016, tác giả Trần Thị Hồng Lê

đã khảo sát cấu hình nhám từ mật độ hấp thụ tích hợp trong giếng lượng

tử InN/GaN [8].

Từ những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài “Khảo sát cấu

hình nhám thông qua tỉ số độ rộng phổ trong giếng lượng tử

InN/GaN” làm luận văn thạc sĩ.
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2. Mục tiêu của luận văn

Trong luận văn này chúng tôi sẽ khảo sát các kích thước của cấu

hình nhám là chiều dài tương quan và biên độ nhám thông qua tỉ số độ

rộng phổ trong giếng lượng tử InN/GaN.

3. Nội dung nghiên cứu

- Tìm hiểu khái quát về vật liệu;

- Khảo sát cấu hình của giếng lượng tử;

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về cấu hình nhám trong giếng lượng

tử InN/GaN;

- Tính toán và rút ra kết quả nghiên cứu.

4. Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ Luận văn chúng tôi chỉ nghiên cứu về khảo sát

cấu hình nhám từ tỉ số độ rộng phổ trong giếng lượng tử InN/GaN.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết dựa trên lý thuyết Cơ học lượng tử;

- Sử dụng các phương pháp biến phân và phương pháp số;

- Sử dụng chương trình Mathematica để tính số và vẽ đồ thị.

6. Bố cục luận văn

Luận văn gồm có ba phần chính: Mở đầu, Nội dung, Kết luận.

1. Phần Mở đầu: Trình bày về lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên

cứu, nội dung nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu

và bố cục luận văn.

2. Phần Nội dung: gồm ba chương:
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- Chương 1: Cơ sở lý thuyết;

- Chương 2: Khảo sát cấu hình nhám thông qua tỉ số độ rộng phổ

trong giếng lượng tử InN/GaN;

- Chương 3: Kết quả tính toán và thảo luận.

3. Phần Kết luận: Trình bày các kết quả đạt được của luận văn

và đề xuất hướng phát triển nghiên cứu.
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